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본  사상  포 리 그래  공  상 계 내에 ,  가능  사   여 미  폭과

간격  갖는 고 도   수 는 치  갖는 도체   그 도체    

공 다. 그 도체 는 리  역,  상  리  역 주변에 치 는 커  역  비  

; 상   상  상  리  역  상  커  역 지 1  연 어  복수

1 도  라 들; 상   상  상  커  역에  상  1 도  라 들  각각 어  복수

 2 도  라 들;  상   상  상  커  역에 고, 상  1 도 라 들 각각  

 연결 , 상  1 도  라 들 각각  폭  2  폭  갖는 복수  드들;  포 다.

  도 - 도4
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청

청  1 

리  역,  상  리  역 주변에 치 는 커  역  비  ;

상   상  상  리  역  상  커  역 지 1  연 어  복수  1

도  라 들;

상   상  상  커  역에  상  1 도  라 들  각각 어  복수  2 도  라

들;  

상   상  상  커  역에 고, 상  1 도 라 들 각각   연결 , 상  1

도  라 들보다  폭  갖는 복수  드들;  포 고,

상  1 도  라 들  상  1 에 수직 는 2  라  치 고,

상  1 도  라 들  는 4개  나  그룹  여 복수  그룹들  , 

상  그룹들 각각  4개  상  드들  포 , 

상  드들  상  그룹들 각각에  2개   루 ,  루는 2개  상  드들   

엇갈린  가지 ,  상  2   심 라 에 여 칭  갖는 것  특징  는 도체

.

청  2 

1 에 어 ,

상  1 도  라 들 각각  상  2 도  라 들 각각  1 폭  가지 ,

상  1 도  라 들 간  간격  상  1 폭과 동  것  특징  는 도체 .

청  3 

2 에 어 ,

상  2  라 , 상  그룹  단  상  1 도  라 들  가 어지거나 어들 ,

상  2  라 , 상  그룹 내에  4개  상  1 도  라 들  가 어지거나 어드는 것  특

징  는 도체 .

청  4 

3 에 어 ,

상  그룹들  상  2   역에 치  2개  심 그룹들 내  상  1 도  라 들  가

가  고,

상  심 그룹들  상측  측  상  2 에 치  그룹들 내  상  1 도  라 들  는

상  2  라  순차  어드는 것  특징  는 도체 .

청  5 

4 에 어 ,

상  1 도  라 들, 2 도  라 들  드들  상  심 그룹들 사  상  1  심  

 칭  갖는 것  특징  는 도체 .

청  6 
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삭

청  7 

삭

청  8 

삭

청  9 

삭

청  10 

삭

청  11 

삭

청  12 

삭

청  13 

삭

청  14 

삭

청  15 

삭

청  16 

삭

청  17 

1 에 어 ,

상  1 도  라 들  상  리  역에 는 워드 라  또는 비트 라  는 것  특징

는 도체 .

청  18 

삭

청  19 

리  역,  상  리  역 주변에 치 는 커  역  비  ;

상  리  역  상  커  역 지 1  연 어 고, 동  폭과 간격  갖는

복수  1 도  라 들;

상  커  역에 , 상  1 도  라 들 각각  상  1 에 수직 는 2  어

고, 상  1 도  라 과 동  폭  갖는 복수  2 도  라 들; 

상  커  역에 고, 상  1 도  라 들 각각에  연결 , 상  1 도  라 들보다
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 폭  갖는 복수  드들;  포 고,

상  1 도  라 들  는 4개  나  그룹  여 복수  그룹들  , 상  그룹들 각각

 4개  상  2 도  라 들  4개  상  드들  포 , 

상  그룹들 각각  상  2  라  순차  1  내지 4  1 도  라 들과, 상  1  내지

4  1 도  라 들에 는 1  내지 4  2 도  라 들,  1  내지 4  드  비 , 

상  1  내지 4  드는 상  리  역  상  1   상  2  드, 1  드, 4

드,  3 드 순  치 거나 또는 상  3 드, 4 드, 1 드  2 드 순  치  것

 특징  는 도체 .

청  20 

19 에 어 ,

상  그룹들  상  2   역에 치  2개  심 그룹들 내  상  1 도  라 들  가

가  고,

상  심 그룹들  상측  측  상  2 에 치  그룹들 내  상  1 도  라 들  는

상  2  라  순차  어들 ,

상  1 도  라 들, 2 도  라 들  드들  상  심 그룹들 사  상  1  심  

 칭  갖는 것  특징  는 도체 .

청  21 

삭

청  22 

19 에 어 ,

상  그룹들  상  1  심   칭  치 ,

상  그룹들 간에 상  2 도  라 들  드들  는 동  것  특징  는 도체 .

청  23 

삭

청  24 

삭

청  25 

 상에 도 층  연층  고, 상  연층 상에 1 마스크  는 단계;

상  연층  1 마스크  상에 타겟 폭과 동  께  1 스 층  는 단계;

상  1 스 층  식각 여 상  1 마스크  측벽에 1 스  고, 상  1 마스크 

 거 는 단계;

상  1 스  식각 마스크  여 상  연층  식각 여 2 마스크  는 단계;

상  도 층  2 마스크  상에 상  타겟 폭과 동  께  2 스 층  는 단계;

상  2 스 층  식각 여 상  2 마스크  측벽  2 스  고, 상  2 마스크

 거 는 단계; 

상  2 스  식각 마스크  여 상  도 층  식각 여 상  타겟 폭  도  라 들  상  타겟 폭

보다 큰 폭  갖는 드들  는 단계;  포 고,

상  2 마스크 에는 상  타겟 폭  2  폭  갖는 드 역  비 고, 상  2 스 층  
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는 단계에  상  드 역  상  2 스 층에  겹쳐  채워진  매립 , 매립  상  

드 역  상  드   식각 마스크  는 것  특징  는 도체   .

청  26 

삭

청  27 

삭

청  28 

삭

청  29 

삭

청  30 

삭

청  31 

삭

청  32 

삭

청  33 

삭

청  34 

삭

청  35 

삭

청  36 

삭

청  37 

삭

청  38 

삭

청  39 

삭

청  40 

삭

청  41 
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삭

청  42 

삭

청  43 

삭

청  44 

삭

청  45 

삭

청  46 

삭

청  47 

삭

 

 술  

본  사상  도체   그  에  것 , 특   고 도 역에, 미  폭과 간격[0001]

 갖는 고 도 (high-density patterns)  포 는 도체  그 도체    에 

 것 다.

 경  술

고도  스 링  고집  도체  는  어 , 포 리 그래  공  상 계  월 는 미[0002]

 폭과 간격  가지는 미  들   가 다. 에 라,  포 리 그래  공 에  

상 계 내에  상  미    수 는 술  고 , 또 ,  같  술   수

는 새 운 치  갖는 도체 가 고 다.

 내

결 는 과

본  사상  결 고  는 과 는 포 리 그래  공  상 계 내에   가능  사  [0003]

 여, 미  폭과 간격  갖는 고 도   도체   그 도체    

 공 는 에 다.

또 , 본  사상  결 고  는 다  과 는 고 도   에, 드   별도  포 리 그[0004]

래  공  없  동  드  는 수 는 치  갖는 도체   그 도체 

   공 는 에 다.

과  결 수단

상  과  결  여, 본  사상  리  역,  상  리  역 주변에 치 는 커[0005]

 역  비  ; 상   상  상  리  역  상  커  역 지 1  연

어  복수  1 도  라 들; 상   상  상  커  역에  상  1 도  라 들  각

각 어  복수  2 도  라 들;  상   상  상  커  역에 고, 상  1 도

라 들 각각   연결 , 상  1 도  라 들 각각  폭  2  폭  갖는 복수  드들;
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포 고, 상  드들  2개   루 ,  루는 2개  상  드들    엇갈  돌

  갖는 도체  공 다.

본   실시 에 어 , 상  1 도  라 들 각각  상  2 도  라 들 각각  1 폭  가지 ,[0006]

상  1 도  라 들 간  간격  상  1 폭과 동  수 다. 또 , 상  1 도  라 들  상  1 

에 수직 는 2  라  치 고, 상  1 도  라 들  는 4개  나  그룹  여

복수  그룹들  , 상  2  라 , 상  그룹 단  상  1 도  라 들  가 어지

거나 어들 , 상  2  라 , 상  그룹 내에  4개  상  1 도  라 들  가 어지거나

어들 수 다.

러  상  1 도  라 들, 2 도  라 들  드들  상  심 그룹들 사  상  1  심[0007]

  칭  가질 수 다. 상  그룹들 각각  4개  상  2 도  라 들  4개  상  드들

 포 , 상  그룹들 간  상  2 도  라 들  드들  는 동  수 다. 상  그룹 내  4개

 상  드들  상  1  또는 2  그룹 내 심   2개   칭  가질 수

다.

본   실시 에 어 , 상  1 도  라 들  상   블 에 는 워드 라  또는 비트 라[0008]

 수 다. 

또 , 본  사상  상  과  결  여, 리  역,  상  리  역 주변에 치[0009]

는 커  역  비  ; 상  리  역  상  커  역 지 1  연 어 

고, 동  폭과 간격  갖는 복수  1 도  라 들; 상  커  역에 , 상  1 도  라 들 각각

 상  1 에 수직 는 2  어 고, 상  1 도  라 과 동  폭  갖는

복수  2 도  라 들;  상  커  역에 고, 상  1 도  라 들 각각에  연결 ,

상  1 도  라 들 각각  폭  2  폭  갖는 복수  드들;  포 고, 상  1 도  라 들  

는 4개  나  그룹  여 복수  그룹들  , 상  그룹들 각각  4개  상  2 도  라

들  4개  상  드들  포 , 상  그룹들 간에 상  2 도  라 들  드들  는 동  것

특징  는 도체  공 다.

본   실시 에 어 , 상  그룹들  1  심   칭  치 , 상  그룹[0010]

들 각각  1  내지 4  1 도  라 들, 1  내지 4  2 도  라 들,  1  내지 4  드

비  수 다.

체 , 상  1 도  라 들  1 폭  가지 , 상  1  내지 4  드들 각각  상  1 [0011]

 상  1 폭  2  폭  가지 , 상  1  드는 상  1  2 도 라  돌 고, 상  2

 드는 2  2 도 라  돌 , 상  1   2  드는   엇갈  돌

, 상  2  드는 상  1  드 우측에 치 , 상  3   4  드는 상  1  드  

측  치 고, 상  3  드는 상  3  1 도 라  돌 고, 상  4  드는 4 

2 도 라  돌 , 상  3   4  드는   엇갈  돌 ,상  4

드는 상  3  드 우측에 치 , 상  1  드  2  드는 상  1  상  1 폭

간격  가지 , 상  2  드  우측  상  1  2 도  라 과 상  1  상  1 폭  간

격  가지 , 상  1  드  측  상  1  상  2  2 도 라 과 상  1 폭  간격

가지 , 상  3  드  4  드는 상  1  상  1 폭  간격  가지 , 상  4  드  우

측  상  3  2 도  라 과 상  1  상  1 폭  간격  가지 , 상  3  드  측

 상  4  2 도  라 과 상  1  상  1 폭  간격  가질 수 다.

 나 가, 본  사상  상  과  결  여,  상에 도 층  연층  고, 상  [0012]

연층 상에 1 마스크  는 단계; 상  연층  1 마스크  상에 타겟 폭과 동  께

1 스 층  는 단계; 상  1 스 층  식각 여 상  1 마스크  측벽에 1 스

 고, 상  1 마스크  거 는 단계; 상  1 스  식각 마스크  여 상  연

층  식각 여 2 마스크  는 단계; 상  도 층  2 마스크  상에 상  타겟 폭과 동

께  2 스 층  는 단계; 상  2 스 층  식각 여 상  2 마스크  측벽  

2 스  고, 상  2 마스크  거 는 단계;  상  2 스  식각 마스크  여

상  도 층  식각 여 상  타겟 폭  도  라 들  상  타겟 폭  2  드들  는 단계;  포

고, 상  2 마스크 에는 상  타겟 폭  2  간격  갖는 드 역  비 고, 상  2 스
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층  는 단계에  상  드 역  상  2 스 층에  매립 , 매립  상  드 역  상

 드   식각 마스크  는 것  특징  는 도체    공 다.

본   실시 에 어 , 상  1 마스크  는 단계에 , 상  1 마스크 , 1 [0013]

 연 고 상  1 에 수직 는 2  폭  상  타겟 폭  3  1 역,  상  1 역에

 고 1 내지 3 돌  비  2 역  포 는   수 다. 

상  1 내지 3 돌 는 상  1 역  끝단 에  상  2  직사각   돌  [0014]

격 어 고, 상  1  3 돌 는 상  2 돌  측  상  2 돌  상  타겟 폭

4  간격  가지고 치 , 각각 상  1  폭  상  타겟 폭  2  수 다.

상  2 마스크  상  1 돌  감싸는 태  1 , 상  1 돌  2 돌  사  [0015]

 감싸는 태  2 , 상  2 돌  2 돌  사   감싸는 태  3   상  3

돌  감싸는 태  4  비 고, 상  드 역  상  1 내지 4  포  수 다. 상

 1  내지 4  각각  상  1  폭  상  타겟 폭  2 , 상  2 스 층  

는 단계에 , 상  2 스 층  겹쳐  상  1  내지 4  매립  수 다.

본   실시 에 어 , 상  드  단계 후에, 상  들   리 는 트림(trim)[0016]

공  수 는 단계;  포  수 다.

 과

본  사상에  도체   도체    재 지 개  리 그래  술에[0017]

공 는  비   술에  얻어질 수 는 상 계 내에   가능  사  가지는 

 여 술  미    수 다. 

또 , 본  사상에  도체   도체    미  도  라 들과 께 도[0018]

라  폭  2  폭  갖는 드가 동시에 , 드   별도  포 리 그래  공  

고, 또  커  역에  드    공  마진 보  는  결  수 다.

도  간단  

도 1  본  실시 들   보여주는 리  블  다 어그램 다. [0019]

도 2는 도 1  리 에 포  리  어  도 다.

도 3  본   실시 에  도체    보여주는 평 도 다.

도 4는 도 3  A  여 보여주는 평 도 다.

도 5a 내지 도 14는 본  다  실시 에  도 3  도체   과  보여주는 평 도들  단

도들 다.

도 15a  도 15b는 본  또 다  실시 에  도체    과  보여주는 평 도  단

도 다.

도 16a  도 16b는 본  또 다  실시 에  도체    과  보여주는 평 도  단

도 다.

도 17a  도 17b는 본  또 다  실시 에  도체    과  보여주는 평 도  단

도 다.

도 18a  도 18b는 본  또 다  실시 에  도체    과  보여주는 평 도  단

도 다.

도 19는 본  실시 들에 라  도체  포 는 리 카드  블  다 어그램 다. 

도 20  본  실시 들에  도체  포 는 리 카드  채 는 리 시스  블  다

어그램 다. 

 실시   체  내
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에 는 첨  도  참 여 본  람직  실시  상  다.  에  어  [0020]

가 다    상 에 재 다고 술  , 는 다     에 재  수도 고,

그 사 에 3   가 개재  수도 다. 또 , 도 에  각   께나 크 는  편  

 여 과 었고, 과 계없는  생략 었다. 도 상에  동  는 동   지칭

다. 편, 사 는 어들  단지 본    에  사  것 지 미 나 특허청

에 재  본    여 사  것  니다.

도 1  본  실시 들   보여주는 리  블  다 어그램 고, 도 2는 도 1  리 [0021]

에 포  리  어  도 다.

도 1  도 2  참 , NAND 래시 리  등과 같  리 는 리  어 (1000), X-[0022]

 블 (2000), Y-  블 (3000),  P- 스 (4000)  포 다. 

리  어 (1000)는 고 도  열  리 들  어   수 다. 러  리 [0023]

어 (1000)는 도 2  같  어   가질 수 다.

X-  블 (2000)  리  어 (1000)  억 스  동   주변 , 억 스  리 [0024]

어 (1000)  워드 라  WL, 컨  워드 라  WL0, WL1, ..., WLm-1, WLm  택 는 역  다. 

Y-  블 (3000)   리  어 (1000)  비트 라  BL, 컨 , 비트 라  BL0, BL1, ...,[0025]

BLn-1, BLn  택 는 역  다.

P- 스 (4000)는 리  어 (1000)에 연결 어  Y-  블 (3000)  에 거 여 비트[0026]

라  경  당 는 역  다. 

도 2  참 , 리  어 (1000)는 복수   스트링(1010)  포  수 는 , 각각   스트링[0027]

(1010)  직  연결  복수  리 (1020)  포  수 다. 1 개   스트링(1010)에 포 어 는

복수  리 (1020)  게 트 극  각각  다  워드 라  WL0, WL1, ..., WLm-1, WLm 에 연결  수 

다. 

또 ,  스트링(1010)  단에는 각각 지 택 라 (GSL)에 연결 는 지 택 트랜지스 (1040) , 스트[0028]

링 택 라 (SSL)에 연결 는 스트링 택 트랜지스 (1060)가 치  수 다. 지 택 트랜지스 (1040)

 스트링 택 트랜지스 (1060)는 복수  리 (1020)과 비트 라  BL0, BL1, ..., BLn-1, BLn  공통 

스 라 (CSL)과   연결  어 다. 복수   스트링(1010)에 걸쳐  1 개  워드 라 에 연결  

리 들  지(page) 단  또는 트(byte) 단   수 다. 

도 1에 시  리 에   리  택 여  동  또는 쓰  동  수  여, 상[0029]

 X-  블 (2000)   Y-  블 (3000)  여 리  어 (1000)  상  워드 라  WL0,

WL1, ..., WLm-1, WLm  비트 라  BL0, BL1, ..., BLn-1, BLn  택 여 당 리  택 게 다. 

NAND  래시  리  는  복수  리   직  연결    비   집 도  갖는다.[0030]

그러나, 근 칩 사  (shrink)   NAND 래시 리   룰 (design rule)  욱 감

시키는 것  고 다. 또 ,  룰  감 에 라 NAND 래시 리  는  

 들   치 (minimum pitch)도 크게 감 고 다. 본 에 는,  같  감   룰에

는 미    여, 지 지 개  리 그래  술에  공 는  비   술

에  얻어질 수 는 상 계 내에   가능  사  가지는  여,  공  마진

 보 도, 미  도  라   드   수 는 도체   그 도체    

 공 다. 

도 3  본   실시 에  도체    보여주는 평 도 다.[0031]

도 3에는 본  실시 들에  도체    에 라  수 는 도체  [0032]

  평  가 시 어 다. 컨 , NAND 래시 리  리 리  역(1000A)  

, 상  리 리  역(1000A)   어  는 복수  워드 라  또는 복수  비트 라 과

같  복수  도  라 들   같   (미도시)에 연결시키   커  역(1000B)  ,
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그리고 주변  역(1000C)   웃  시 어 다.

도 3  참 , 본 실시   도체 는 (미도시), 1 도  라 (110), 2 도 라 (120),  [0033]

드(130)  포  수 다.

 상에는 리 리  역(1000A),  커  역(1000B)   주변  역(1000C)들   수[0034]

다. 리 리  역(1000A)에는 복수  리  블 (1050)   수 는 , 도 3  경우, 편

상 1 개  리  블 (1050)만  도시 고 다.

상   도체 ,  들어 IV  도체 , III-V   도체 , 또는 II-VI  산  [0035]

도체  포  수 다.  들어, IV  도체  실리  , 게 마늄  또는 실리 -게 마

늄  포  수 다. 상   크 웨  또는 에 택 층  포  수 다. 러  에는 

역들,  리막들, 도 층  연층들   수 다. 

1 도  라 (110)  리  블 (1050)에 치 는 스트링 택 라 (SSL)과 지 택 라 (GSL) 사[0036]

복수  도  라 (M00, M01, M02, ..., M61, M62, M63)  수 다. 2 도  라 (120)  커  역(1000B)

에  1 도  라 (110) 각각  2 (y )  어 1 도  라 (110)과 체

 수 다.

드(130)는 커  역(1000B)에 1 도  라 (110) 또는 2 도  라 (120)과 체  , 1[0037]

도  라 (110)   같  (미도시)에 연결시키는 능  다. 드(130)는 1 도  라 (110)

 2 도  라 (120)과 동시에 , 드(130)  1  폭  1 도  라 (110)  폭  2  수 

다.

, 1 도  라 (110), 2 도  라 (120),  드(130)에  에 는 도 4 에   상[0038]

 다.

편, 1 도  라 (110)  복수  도  라 (M00, M01, M02, ..., M61, M62, M63)  1  (x )[0039]

리  역(1000A)  커  역(1000B) 지 상  평 게 연  수 다. 러  복수  도  라

(M00,  M01,  M02,  ...,  M61,  M62,  M63)  각각  커  역(1000B)에  2  도  라 (120)   드

(130)  통   같   (미도시)에 연결  수  술   같다.

복수  도  라 (M00, M01, M02, ..., M61, M62, M63)  동  평 상에 , 각각 4개  1 도  라[0040]

(112, 114, 116, 118)  포 는 복수  도  라  그룹(MG1, MG2, ..., MG15, MG16)   수 다. 러

 복수  도  라  그룹(MG1, MG2, ..., MG15, MG16) 각각  4개  1 도  라 (112, 114, 116, 118)에 

는 4개  2 도  라 (122, 124, 126, 128)  4개  드(132, 134, 136, 138)  포  수 고, 4개

 2 도  라 (122, 124, 126, 128)  4개  드(132, 134, 136, 138)  는 각각  도  라  그룹

내에  동   가질 수 다. 

복수  도  라  그룹 (MG1, MG2, ..., MG15, MG16)  에 치 는 1  심 (Rx)  [0041]

2  (y  )  상  칭 도   수 다. 또 , 복수  도  라 (M00, M01, M02, ..., M61,

M62,  M63)  심 (Rx)   2  라 , 1  가 순차  어들 수 다.

, 심 (Rx)에 는 1  도  라  가 가  고 심 (Rx)에  어질수  도  라

1  가 어들 수 다. 편,  같  개  심 (Rx)   2  라 , 복수

도  라  그룹(MG1, MG2, ..., MG15, MG16) 각각  1  가 순차  어드는 것   수

도 다.

복수  도  라 (M00, M01, M02, ..., M61, M62, M63) 각각  상  리 리  역(1000A)  커[0042]

역(1000B)에  균  폭  가질 수 다. 컨 , 복수  도  라 (M00, M01, M02, ..., M61, M62, M63)

각각  도체   쳐(feature)  사  1F  폭  가질 수 다. 또 , 복수  도  라 (M00,

M01, M02, ..., M61, M62, M63) 각각  사 는 1F  균  간격  지  수 다. 

도 3에는 1 개  리  블 (1050)에 16 개  도  라  그룹  포 어 는 것  시 어 다. 그러[0043]

나, 본  에 지 는다. , 1 개  리  블 (1050)에 포 는 도  라  그룹  수는 특

별  지 , 16 개보다  거나 큰 수  도  라  그룹  포  수  다. 

스트링 택 라 (SSL)  지 택 라 (GSL)  각각 상  복수  도  라 (M00, M01, M02, ..., M61, M62,[0044]

M63)  폭보다  큰 3F  폭  가질 수 다. 그리고, 상  지 택 라 (GSL)과 측 도  라 (M00) 사
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, 상  스트링 택 라 과 측 도  라 (M63) 사 에는 각각 1F  균  간격  지  수 다.

편, 주변  역(1000C)에는 주변  도  (700)   수 다. [0045]

1 도  라 (110),  복수  도  라 (M00, M01, M02, ..., M61, M62, M63), 스트링 택 라 (SSL), 지[0046]

택 라 (GSL), 2 도 라 (120), 드(130),  주변  도  (700)   상  동  질  

 수 다. 

 에 , 복수  도  라 (M00, M01, M02, ..., M61, M62, M63) 각각  복수  리  는 워드[0047]

라  수 다. 다  에 , 상  복수  도  라 (M00, M01, M02, ..., M61, M62, M63)  리  역

(1000A)에  복수  리  는 비트 라  수 다.  경우, 상  스트링 택 라 (SSL)  지

택 라 (GSL)  생략  수도 다. 주변  도  (700)  주변  트랜지스  게 트 극  

 수 다.

지 지, NAND 래시 리  가지고 지만, 본 실시  도체 는 에 지 고,[0048]

복수  도  라 들  치 고 단 에 드가 어  는 든 도체 , 컨  DRAM 리 에

도  수  다.

도 4는 도 3  A  여 보여주는 평 도 , 복수  도  라  그룹(MG1, MG2, ..., MG15, MG16) [0049]

어느 나, 컨  MG2  우측 끝단   상 게 도시 고 다.

도 4  참 , 도  라  그룹(MG2)  1 도  라 (110), 2 도  라 (120)  드(130)  포  [0050]

수 다.

1 도  라 (110)  4개  도  라 , 컨  1  내지 4  1 도  라 (112, 114, 116, 118)  포[0051]

고, 리 리  역(도 3  1000A)  커  역(1000B) 지 1 (x ) 상  평

게 연 어  수 다. 러  1  내지 4  1 도  라 (112, 114, 116, 118) 각각  1F  폭

가지 , 는 1 도  라 들 간에 1F  간격  가질 수 다.

1 도  라 (110)  상측에  측  순차  1  가 어들 수 다. 컨 , 1  1 도[0052]

 라 (112)  가  고, 2  1 도  라 (114)가  째  고, 3  1 도  라 (116)   째

 고, 4  1 도  라 (118)  가  짧  수 다.

2 도  라 (120)  4개  도  라 , 컨  1  내지 4  2 도  라 (122, 124, 126, 128)  포[0053]

수 다. 러  1  내지 4  2 도  라 (122, 124, 126, 128) 각각  는 1  내지 4  1

도  라 (112, 114, 116, 118)  2 (y )  어  수 고, 각각 1F  폭  가질

수 다.

체 , 1  2 도  라 (122)  1  1 도  라 (112)  끝단에  측  2  연  [0054]

1-1 (a1),  1-1 (a1) 끝단에  측 1  연  1-2 (b1)  포  수 다. 2

2 도  라 (124)  2  1 도  라 (114) 끝단에  측  2  연  2-1 (a2), 2-1

(a2) 끝단에  측  1  연  2-2 (b2), 2-2 (b2) 끝단에  측  2 

연  2-3  (c),   2-3  (c)  끝단에  측  1   연  2-4 (d)  포  수

다. 3  2 도  라 (126)  3  1 도  라 (116)  끝단에  측  2  연  3-1 

(a3)  3-1 (a3) 끝단에  우측  1  연  3-2 (b3)  포  수 다. 또 , 4

 2 도  라 (128)  4  1 도  라 (118) 끝단에  측  2  연  4-1 (a4) 

4-1 (a4) 끝단에  우측  1  연  4-2 (b4)  포  수 다.

1  내지 4  2 도  라 (122, 124, 126, 128) 각각  는 다  도  라 들, 컨 , 1  내지[0055]

4  1 도  라 (112, 114, 116, 118), 1  내지 4  2 도  라 (122, 124, 126, 128), 1  내지

4  드(132, 134, 136, 138)  어느 나  1F  간격  가질 수 다. 러  간격  지  여,

1  내지 4  2 도  라 (122, 124, 126, 128)   다    가질 수 다.

편, 2-3 (c)과 2-4 (d), 그리고 3-1 (a3)  3-2 (b3)  경우에 라 지 [0056]

수 다. 에 는 도 5a  도체    과 에  에  술 다.

드(130)는 4개  드,  1  내지 4  드(132, 134, 136, 138)  포  수 다. 1  내지 4[0057]

드(132, 134, 136, 138) 각각  1 도  라 (110) 또는 2 도  라 (120)  직사각   돌
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 태   수 고, 는 1  내지 4  1 도  라 (112, 114, 116, 118) 각각에 

연결  수 다. 러  1  내지 4  드(132, 134, 136, 138) 각각  1  폭  1 도  라

(110)  폭  2  2F  수 다.

체 , 1  드(132)는 1-2 (b1)에  상측  2  돌    수 다. 2[0058]

드(134)는 2-2 (b2)에  측  2  돌    수 다. 3  드(136)는 3

1 도  라 (116)에  측  2  돌    수 다. 4  드(138)는 4-2 

(b4)에  상측  2  돌    수 다. 러  는 1  내지 4  드(132,

134, 136, 138)는 다  도  라 들, 컨 , 1  내지 4  1 도  라 (112, 114, 116, 118), 1  내

지 4  2 도  라 (122, 124, 126, 128), 1  내지 4  드(132, 134, 136, 138)  어느 나  1F

 간격  가질 수 다.

편, 1  내지 4  드(132, 134, 136, 138)는 그룹 내  2  심 (Ry)   2개  [0059]

칭   가질 수 다. 컨 , 1  드  4  드(132, 138)가 심 (Ry)에 여 칭  루

, 2  드(134)  3  드(136)가 심 (Ry)에 여 칭  룰 수 다. 또 , 1  드  2

 드(132, 134)는 에 여   엇갈  돌   가질 수 고, 3  드  4  

드(136, 138)도 마찬가지  가질 수 다.

본 실시 에  1 도  라 (110), 2 도  라 (120)  드(130)는, 재  리 그래  술에  [0060]

가능   태  마스크 에 블 닝(Double Patterning Technology: DPT) 공  , 동

시에  수 다. 본 실시 에  같  1 도  라 (110), 2 도  라 (120)  드(130) 가 

 는 처 에 포 리 그래  공  통   마스크  가 어  다. 러  마스

크  에 는 도 5a  도체    과 에  에   상  술 다.

본 실시 에 , 2 도  라 (120)  드(130)가 1 도  라 (110)  1  직각 ,  [0061]

측 2  연  또는 돌 어 는 것  시 었다. 그러 , 본  실시 가 에 는

것  니 , 본  사상   내에  다   가질 수  다. 컨 , 1  심

(Rx)  상측    2 도  라 (120)  드(13)가  수 , 또 , 도 18b  같  

 2 도  라 (120)  드(130)가  수도 다. 

도 5a 내지 도 14는 본  다  실시 에  도 3  도체    과  보여주는 평 도들[0062]

 단 도들 다.

여 , 도 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a,  14는 본 실시 에  도체    과[0063]

 각 단계에  평 도들 고, 도 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b, 12b,  13b는 도 5a, 6a, 7a, 8a, 9a,

10a, 11a, 12a,  13a 각각  Ⅰ-Ⅰ  단  단 도들 , 도 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 

13c는 도 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a,  13a 각각  Ⅱ-Ⅱ  단  단 도들 다.

도  5a  내지  도  5c  참 ,  (500)  상에  도 층(100),  연층(200),   사  지층(300,  Anti-[0064]

Reflective  Coating:  ARC)  고,  상  사 지층(300)  상   태  PR(Photo  Resist)  

(400)  다.

(500)  도체 ,  들어 IV  도체 , III-V   도체 , 또는 II-VI  산  [0065]

도체  포  수 다.  들어, IV  도체  실리  , 게 마늄  또는 실리 -게 마

늄  포  수 다. 상   크 웨  또는 에 택 층  포  수 다. 

러  (500) 상 는 리 리  역(1000A), 커  역(1000B)  주변  역(1000C)들[0066]

 수 다. 도 5a 내지 도 5c는 리 리  역(1000A) ,  커  역(1000B)만  도시 고

다. 러  (500)상에는 다수   역들,  리층들, 도 층  연층들   수 다.

도 층(100)  는 도  라  또는 드가 는 층 , 도  폴리실리 , ,  질 , 또[0067]

는 들   루어질 수 다. 컨 , 상  도 층(100)  워드 라  는 경우, 상  도 층

(100)  TaN, TiN, W, WN, HfN, 스  실리사 드,  폴리실리  루어지는 에  택 는 어느 나,

또는 들   루어지는 도  질  포  수 다. 또는, 상  도 층(100)  비트 라  

는 경우, 상  도 층(100)  도  폴리실리  또는  포  수 다.

연층(200)  드마스크층 , 단 층 또는 다 층   수 다. 컨 , 다 층  [0068]
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는 경우 연층(200)   식각 건 에   다  식각 특  가지는 2 층 상  복수  드마스크

층  층   가질 수도 다. 연층(200)  싱(ashing)  스트립(strip) 공  쉽게 거  수

는 재료   수 다. 컨 , 연층(200)  PR, ACL(Amorphous Carbon Layer), 또는 탄  량  

량    85 ∼ 99 량%  비   탄  량  가지는 탄 수   또는 그 도체  루

어지는 층( , "C-SOH층" 라 )   수 다.

연층(200)  C-SOH층  는 경우, 도 층(100) 상에  1000 ∼ 5000 Å  께   층, 스[0069]

 (spin coating) 공  또는 다  착 공  통  다. 러    닐, , 또는 나

탈 과 같    포 는 탄 수   또는 그 도체  루어질 수 다. 또 ,  

 그  량    85 ∼ 99 량%  비   탄  량  가지는 질  루어질 수 다. 상

  층   150 ∼ 350 ℃  도 에  1차 크(bake) 여 탄 층   수 다. 상

1차 크는  60  동  질 수 다. 그 후, 상  탄 층   300 ∼ 550 ℃  도 에  2차 

크 여 경 시  C-SOH층   수 다. 상  2차 크는  30 ∼ 300  동  질 수 다. 

같 , 상  탄 층  2차 크 공 에  경 시킴 , 경  상  탄 층,  C-SOH층 상에

다  막질     400 ℃ 상  비  고 에  착 공  여도 착 공  에 C-SOH층에

 미치지 게 다.

사 지층(300)  포 리 그라  공  에 사 지 능  수 는 층 , 단 층 또는 다 층[0070]

 수 다. 단 층  는 경우에는 컨 , SiON층   수 다. 다 층  는 경우

에는 SiON층 상   사 지층(미도시)    수 다.

PR (400)  1 마스크층(M1) , 사 지층(300) 상에 포 리 그라  공  통   태  [0071]

, 복수 개  수 다. PR (400) 각각  도 5a에 도시   같   규격  가지고  수

다. 

, PR (400) , 1 (x )  연 고 2 (y )  폭  3F  1 역(410),  1 [0072]

역(410)에  2  어  2 역(420)  포 는   수 다. 2 역(420)

1 역(410)에  돌   갖는 1 내지 3 돌 (422, 424, 426)  포  수 다.

2 역(420)   체  , 1 내지 3 돌 (422, 424, 426)는 1 역(410)  끝단 [0073]

에  측  2  직사각   돌   격 어 는   수 다. 1  3

돌 (422, 426) 각각   2 돌 (424)  1  4F  간격  가지고 치 , 1  

3 돌 (422, 426) 각각  1  폭  2F  수 다.

참고 , 2 돌 (424)  1  폭  지 나, 차후 PR  거 후, 1F  께  갖는 2 스[0074]

층(도 10a 내지 10c  700)  산 막층  원 게 착  수 도  2F보다 크게  수 다. 또 ,

1 내지 3 돌 (422, 424, 426) 각각  2   역시 지 나 차후에 드 상  

는 탈 택과  연결  고 여    수 다.

는 PR (400) 간  간격  5F  수 다. , PR (400) 각각에 포  1 역(410) 간  간격[0075]

5F  수 다. 편, PR (400) 각각에 는 2 역  치는  다 다.  도 3에 도시   같

 도  라 들  드   여, 1 역(410)  2  라 , 순차  게 또는 짧게

 수 고, 그에 라, 2 역(420)도 2  라 , 순차   1  측 또는 내측

 치  수 다. 또 , 는 PR 들에 여 는 2 도  라 들   겹치지 도 ,

어느 나  PR  1 돌 (422)  는 다  PR  3 돌 (426)는 1   간

격  가지고  수 다.

편, 사 지층(300)  SiON층 상   사 지층(미도시)  포 는 경우에, PR (400)  [0076]

는  공  포 리 그라  공    사  지층(미도시)  식각 는  공  포  수  다.  편,

ADI(After Develope Inspection) 계   원 는 치  맞 지 못  시에는 PR 트림(trim)   수

수도 다.

도 6a 내지 도 6c  참 , PR (400)  사 지층(300) 상에 1 스 층(600)  다. 1[0077]

스 층(600)  균  께,  컨  1  도  라  타겟  폭  1F  동  께   수  다.

또 , 1 스 층(600)  PR 층(400)에 여  다  식각 택비  갖는 재료   수 다.

컨 , 1 스 층(600)  MTO(Medium Temperature Oxide) 등과 같  산 막층   수 다. 
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1 스 층(600)  균  께  도   여 ALD(Atomic Layer Deposition) 공   수[0078]

다. 특 , 1 스 층(600)  ALD 공  는  어 , ALD 공  도  상  내지  75 ℃ 

 도   수 다. 

1 스 층(600)   후, 는 PR (400) 사 에 1  연 어  1 스 층[0079]

(600)  (H1)  간격  3F  수 고, 또  PR (400)  돌  사 에  1 스 층(600)  

 간격  2F  수 다.

도 7a 내지 도 7c  참 , 사 지층(300)  상   지 상  1 스 층(600)  에치-[0080]

(etch-back) 여 PR (400)  측벽  는 1 스 (610)  다. 

1 스 (610)는 도 7a에 도시   같  PR (400) 측벽 체  러싸는   수 다. 또[0081]

, 1 스 (610)는 도 7b  도 7c에 도시   같  사 지층(300) 상  1F  폭  가지고 도

  수 다. 

1 스 층(600)  식각  여,  들   식각 가스  CxFy 가스 (x  y는 각각 1 내지 10[0082]

수), 또는 CHxFy 가스 (x  y는 각각 1 내지 10  수)  사  수 다. 또는, 상   식각 가스에 O2

가스  Ar 에  택 는 어도 나  가스  여 사  수 다. CxFy 가스 는 컨 , C3F6,

C4F6, C4F8, 또는 C5F8  사  수 다. CHxFy 가스 는 컨 , CHF3 또는 CH2F2  사  수 다. 여 ,

식각 가스에 첨가 는 O2는 식각 공  에 생 는 폴리  산  거 는 역 과, CxFy 식각 가스  

시키는  역  다.  또 ,  식각  가스에  첨가 는  Ar  캐리어  가스  ,  또   돌  (ion

bombarding)  루어지도  는 역  다. 

1 스 층(600)  식각 는  어 , 식각 챔  내에   시  식각 가스들 에  택 는 식각[0083]

가스  라 마  생시키고, 그러  라 마 에  식각   수 다. 또는, 경우에 라 식각 챔

 내에  라 마  생시키지   에 지가 없는 상태  택  식각 가스 에  식각

 수도 다. 컨 , 1 스 층(600)  식각  여 C4F6, CHF3, O2,  Ar   가스  식각 가

스  사  수 다.  경우, C4F6 : CHF3 : O2 : Ar  비가  1:6:2:14  도  각각  가스  공

  30 mT  에  라 마 식  건식 식각 공  수  내지 수십  동   수 다. 

도 8a 내지 도 8c  참 , 사 지층(300) 상에 1 스 (610)만  남 고 PR (400)  거 다.[0084]

PR (400)  거 공  1 스 (610)  사 지층(300)  식각  억 는 건 에   수 [0085]

다. PR (400)  거 공  컨 , 싱 (ashing)  스트립 (strip) 공   수 다. 또 , 사

지층(300)   재료에 라 건식 또는 습식 식각 공  여 PR (400)  거  수도 다.

도 9a 내지 도 9c  참 , 1 스 (610)  식각 마스크  여 사 지층(300)  연층(200)[0086]

 건식 식각 여, 폭 1F  2 마스크층(M2)   수 다. 2 마스크층(M2)  통  도 층(100) 상

 가  수 다.

2 마스크층(M2)  연층 (210), 사 지층 (310)   1 스 (620)  포  수 다.[0087]

연층 (210),  사 지층 (310)  1 스 (610)  식각 마스크  여 므 , 1

스 (610)과 수평 단  가 동   수 다. 또 ,  스 (620)는 건식 식각 에 상  

 식각  에 1 스 (610)보다  수 다. 경우에 라, 1 스 (610)는  식각  수

도 고, 또 , 사 지층 (310) 상  가 식각  통  거  수도 다.

2 마스크층(M2)  1F  폭  가지고 수평 단  PR (400)   동  공간  러싸는  [0088]

 수 다. 그에 라, PR (400)  1 역에 는 2 마스크층(M2)  공간  3F  간격  가

지 , PR (400)  1 돌 (422)  3 돌 (426)에 는 2 마스크층(M2)  공간 들  2F

간격  가질 수 다. 또 , PR (400)  1 돌 (422)  2 돌 (424) 사 , 2 돌 (424)  

3 돌 (426) 사 에 는 2 마스크층(M2)  공간 에 도 2F  간격  가질 수 다. 

, 1 돌 에 는 2 마스크층(M2)  공간  1 드 역(P1), 1 돌  2 돌  사[0089]

에 는 2 마스크층(M2)  공간  2 드 역(P2), 2 돌  3 돌  사 에 는

2 마스크층(M2)  공간  3 드 역(P3), 그리고, 3 돌 에 는 2 마스크층(M2)  공간
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 4 드 역(P4) 라 다. 도 9a에 , 1 내지 4 드 역(P1, P2, P3, P4)  직사각  

 시 어 다.

편, 복수  PR 에 여 2 마스크층(M2)도 복수 개 , 는 2 마스크층(M2) 간  간격[0090]

 3F  수 다.

도 10a 내지 도 10c  참 , 2 마스크층(M2)  도 층(100) 상에 2 스 층(700)  다. 2[0091]

스 층(700)  균  께, 컨  1 스 층(600)과 같  1F  께   수 다.  또 , 2

스 층(700)  2 마스크층(M2)에 여  다  식각 택비  갖는 재료   수 다. 2 마스

크층(M2)  다 층  므 , 2 스 층(700)  2 마스크층(M2)에 포  든 층에 여 

다  식각 택비  갖는 재료   수도 나, 실질  차후에 에싱 나 스트립 공  통  거

어    연층 (210) 므 , 2 스 층(700)  연층 (210)에 만  다  식각

택비  갖는 재료   수 다. 컨 , 2 스 층(700)  MTO(Medium Temperature Oxide) 등과

같  산 막층   수 다. 

2 스 층(700)  균  께   여 1 스 층(600)과 마찬가지  ALD 공  여[0092]

 수 다. 또 , 2 스 층(700) 역시, ALD 공  시에 ALD 공  도  상  내지  75 ℃ 

도   수 다. 

도 10a  10b에   수 듯 , 2 스 층(700)  후, 1 내지 4 드 역(P1, P2, P3, P4)[0093]

2 스 층(700)에   매립  수 다. , 2 스 층(700)  에, 1 내지 4 드

역(P1, P2, P3, P4)  1  간격  2F 고, 착 는 2 스 층(700)  께는 1F 다. 라

, 2 스 층(700)  1 내지 4 드 역(P1, P2, P3, P4)에  겹쳐 (folding), 1 내지 4 드

역(P1, P2, P3, P4)  2 스 층(700)에   매립  수 다.

편, 도 10a  10b에   수 듯 , 1 역  PR 들 사 에 1  연 어 는 2[0094]

스 층(700)  (H2)  간격  1F  수 다.

도 11a  내지 도 11c  참 ,  도 층(100)  상   지 상  2  스 층(700)  에치-[0095]

(etch-back) 여 연층 (210)  측벽  는 2 스 (710)  다. 2 스 (710)는 1 

 연 어 는 2-1  스 (710a),  2-1  스 (710)에  어  2-2  스

(710b)  드 역(P1, P2, P3, P4)에 는 2-3 스 (710c)  포  수 다.

2 스 (710)는 도 11a에 도시   같  연층 (210) 측벽 체  러싸는   수 [0096]

다. 또 , 2 스 (610)는 도 11b  도 11c에 도시   같  도 층(100) 상  1F  폭  가지고 

도   수 다.

도 11b  도 11c에 , 에치-  후에, 2 스 (710)는 2 마스크층(M1) 체가 닌 연층 (210) 측[0097]

벽 만 고, 연층 (210) 상  사 지층 (310)과  1 스 (620)는 에치- 에 

식각 어 거  수 다. 는 2 스 층(700)  연층 (210)에 만  다  식각 택비

갖는 재료  고, 그에 라, 에치-  공  에 사 지층 (310)과  1 스 (620)가 식각

어 거  수 다.

2 스 층(700)  식각 는  도 7a 내지 도 7c에   1 스 층(600)  식각 는 [0098]

과 사 고, 그에 라 2 스 층(700)  식각 는 에  상   생략 다.

도  12a  내지  도  12c  참 ,  도 층(100)  상에  2  스 (710)만  남 고  연층  (210)[0099]

거 다. 

연층 (210) 거 공  2 스 (710)  도 층(100)  식각  억 는 건 에   수 다.[0100]

연층 (210)  거 공  컨 , 싱 (ashing)  스트립 (strip) 공   수 다. 또 , 도

층(100)   재료에 라 건식 또는 습식 식각 공  여 연층 (210)  거  수도 다.

술   같 ,  2  스 (710)는  2-1  스 (710a),  2-2  스 (710b)   2-3  스[0101]

(710c)  포  수 다. 2-1 스 (710a)  폭  1F 고, 는 2-1 스 (710a) 간  간격

1F  수 다. 또 , 2-2 스 (720b)  폭  1F  수 고, 2-3 스 (710c)  폭  2F  수 다. 

도 13a 내지 도 13c  참 , 2 스 (710)  식각 마스크  여 도 층(100)  건식 식각 여,[0102]
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폭  1F  1 도  라 (110)과 2 도  라 (120), 그리고 폭  2F  드(130)   수 다. 도 층

(100)  건식 식각 공  통  (500) 상  가  수 다.

1 도  라 (110)  1  연 어 , 1F  폭  가지고 는 1 도  라 (110) 간에[0103]

1F  간격  가질 수 다. 2 도  라 (120)  1 도  라 (110) 각각  어 , 각각

1F  폭  가질 수 다. 편, 드(130)  1 도  라  또는 2 도  라 (120)  돌 는  

, 2F  폭  가질 수 다. 

술   같  4개  1 도  라 (112, 114, 116, 118), 4개  2 도  라 (122, 124, 126, 128)  4[0104]

개  드(132, 134, 136, 138)가 나  도  라  그룹   수 다. 4개  드(132, 134, 136, 138)

는 직  또는 2 도  라  통  는 1 도  라 에 연결  수 다.

편, 단계에 는 1 도  라 (112)과 4 도  라 (118), 그리고 2 도  라 (114)과 3 도  라[0105]

(116)  2 도  라 (120a)  통   연결 어 다. 그에 라, 1 드(132)  4 드(138)도 

연결 어 , 2 드(134)  4 드(136)도  연결 어 다. 라 , 1 도  라  각각  리

고, 또  는 드 각각   리  주어  다.

도 14  참 , 2 도  라 (120)  단 는 트림(trim) 공  통 , 여 4개  1 도  라 (112,[0106]

114, 116, 118) 각각    리시킨다. 그에 라, 4개  1 도  라 (112, 114, 116, 118)에

는 4개  드(132, 134, 136, 138) 역시 각각  리  다.

트림 공  수 는  도 5a  2 돌 (424)에 여 1  는 2 도  라 (120)[0107]

다. 에 라, 2 돌 (424)  1  폭   경우에는 트림 공  에, 도 4에  2-3 

(c), 2-4 (d), 3-1 (a3),  3-2 (b3) 등  거  수도 다. 트림 공  수 , 도 3

또는 도 4  같   1  도  라 (110),  2  도  라 (120)   드(130)가  상   수

다.

도 3에 , 주변  역에 는 주변  도  (700)  , 도  라 들 과 에  께 [0108]

 수  다. 컨 , 도 13a 내지 13c에  도  라 들   에 주변  역 상에 

마스크  고 도  라   공 에  께 식각 공  진  수 다.

본 실시 에  도체    도  라 들  폭과 간격   폭,  1F  가지도  [0109]

 수 고, 또  도  라 들  공  에 동  2F  폭  갖는 드  동시에  수 다. 그에

라, 드   별도  포 리 그래  공  다.

도 15a  도 15b는 본  또 다  실시 에  도체    과  보여주는 평 도  단[0110]

도 , 도 15a는 도 5a에 고, 도 15b는 도 14에 다.

도 15a  참 ,  사 지층(300)  상  도 15a에 도시  태  PR  (400a)  다.  PR  [0111]

(400a)  태는 도 5a  PR (400)과 사 나, 2 돌 (424a)  가  다 다. , 도 5a에  

2 돌 (424)는 다  돌 ,  1 돌 (422)  3 돌 (426)  2 (y )  가 동

나, 본 실시 에 는 2 돌 (424a)  2  는 1 돌 (422)  3 돌 (426)보다 L1만큼

다. 편 상, 도 15a에 , L1  1F  동  사  도시 다. 1 돌 (422)  3 돌 (426)는 도

5a에  같  2  가 같  수 다. 

술   같 , 1 내지 3 돌 (422, 424a, 426)  2  는, 드  택 는 탈 택[0112]

사  고 여   수  술   같다. 그러나 2 돌 (424a)는 그러  드  

사 에  미치지  수 다. 라 , 1 돌 (422) 또는 3 돌 (426)  다   

수 다. 편, 본 실시  PR (400a) 도시   같  도 5a에  같  동  폭과 간격에  규격

 가질 수 다.

PR (400a)  후 , 과  도 6a  과 도 동 다.[0113]

도 15b  참 , 도 15b는 도 15a  PR (400a)  가지고   과  진  후  1 도[0114]

라 (110), 2 도  라 (120b)  드(130)  태  보여주고 다. 도시   같  PR (400a)  2

돌 (424a)  가 다  돌 들보다 게 에 라, 2 도  라  는  측 2 

 돌 는  게 다. 컨 , 1-2 과 4-2  측  돌  단차  갖는 

 포 고, 2-3   3-1  단차만큼 측 2   연 고, 2-4   3-2 
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 단차만큼 측 2  동 게 다. 여 , 단차는 술  L1  크  갖는다.

도 16a  도 16b는 본  또 다  실시 에  도체    과  보여주는 평 도  단[0115]

도 , 도 16a는 도 5a에 고, 도 16b는 도 14에 다..

도 16a  참 , 사 지층(300) 상  도 16a에 도시  태  PR (400b)  다. 도 16a  PR[0116]

(400b)  도 15a  PR (400a)과는 , 2 돌 (424b)  2 (y )  가 1 돌

(422) 또는 3 돌 (426)보다 L2만큼 짧다. 편 상, 도 16a에 , L2  1F  동  사  도시 다. 

러   PR (400b)에 여, 도 6a 내지 도 14에 라 도체   , 도 16b에

 같  1 도  라 (110), 2 도  라 (120c)  드(130)가  수 다.

도 16b  참 , 2 돌 (424b)  가 다  돌 들보다 짧게 에 라, 2 도  라  [0117]

는  상측 2  돌 는  게 다. 컨 , 1-2 과 4-2  상측

돌  단차  갖는  포 고, 2-3   3-1  단차만큼  짧 지고, 2-4   3-2

 단차만큼 상측 2  동 게 다. 여 , 단차는 술  L1  크  갖는다.

도 17a  도 17b는 본  또 다  실시 에  도체    과  보여주는 평 도  단[0118]

도 , 도 17a는 도 5a에 고, 도 17b는 도 14에 다.

도 17a  참 ,  사 지층(300)  상  도 17a에 도시  태  PR  (400c)  다.  PR  [0119]

(400c)  태는 도 5a  PR (400a)과 사 나, 1 역(410c)  가  다 다. , 도 5a에  1

역(410)  우측 단  1  돌 (422)  우측 과 치 도  었 나,  본  실시 에 는 1  역

(410c)  우측 단  1 돌 (422)  우측  1  L3만큼 돌 도  다. 편 상,

도 17a에 , L3  2F  동  사  도시 다.  같  1 역(410c)  우측 단  1 돌 (42

4)  돌 어도 드 과는 별 상  없다.

PR (400c)  후 , 과  도 6a  과 도 동 다.[0120]

도 17b  참 , 도 17b는 도 17a  PR (400c)  가지고   과  진  후  1 도[0121]

라 (110), 2 도  라 (120d)  드(130)  태  보여주고 다. 도시   같  PR (400c)  2

역(410a)  끝 단  1 돌 (424)  우측 에  돌 에 라, 1 도  라   2 도  라  

는  우측 1  L3만큼 돌 는  게 다. 컨 , 1 도  라 (112a), 2 도

 라 (114a)  2-3  L3만큼 1  연 , 1-1  우측  L3만큼  단차  갖는

 포 고, 2-2  L3만큼 우측 1  동 게 다.

도 18a  도 18b는 본  또 다  실시 에  도체    과  보여주는 평 도  단[0122]

도 , 도 18a는 도 5a에 고, 도 18b는 도 14에 다.

도 18a  참 ,  사 지막(300)  상  도 17a에 도시  태  PR  (400d)  다.  PR  [0123]

(400d)  체  ,

PR (400)  1  연 어 고 2  폭  3F  1 역(410d), 1 역(410d)에  측[0124]

2  어 고 1  폭  3F  2 역(420d)  2 역(420d)에  우측 1 

 돌  1 내지 3 돌 (432d, 434d, 436d)  비  3 역(430d)  포  수 다.

3 역(430d)  도 5a  2 역과 사 나,  역과 돌 들   다 다. , 도 5a에 는 [0125]

1 역(410)에  고 측 2  돌 었 나, 본 실시 에 는 2 역(420d)에  고 우

측 1  돌  수 다.

1 돌 (432d)는 2 역(420d)   끝단에  1  직사각   돌 , 2  2F[0126]

 폭  가질 수 다. 3 돌 (436d)는 2 역(420d)  상  끝단에  1  직사각   돌

, 2  2F  폭  가질 수 다. 편, 2 돌 (434d)는 2 역(420d)  에  1

 직사각   돌  수 다. 2 돌 (434d)  2  폭  차후에 트림 공 에  

는 간격  고 여  사   수 다. 1 돌 (432d),  3 돌 (436d)는  2 돌

(434d)에  2  각각 4F  간격  가질 수 다.

본 실시 에  돌 들  돌 는  도 5a  돌 들과 다 지만, 돌 들  폭과 간격  도 5a에[0127]

 돌 들  폭과 간격과 동 다. 결  1 역  폭과, 돌 들  폭과 간격  지  수 다 ,
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1F  폭과 간격  갖는 도  라 들과 2 폭  갖는 드  동시에  수  미 다. , 돌

들  도 5a에 처럼 1 역에   돌 는   수 지만 도 18에  같  매개 능  는 2

역에  돌 는   수도 다. 

본 실시 에  PR (400d) 역시 복수 개 , 는 PR (400d) 간  간격,  는 1[0128]

역(410d) 간  간격  5F  수 다. 편, 도 15a, 또는 16a  사 게 2 돌 (434d)  1  

 1 돌 (432d)  보다 게 또는 짧게  수 다. 또 , 도 17a  같  2 역(420d)  2

 우 끝단  1 돌 (432d)  3 돌 (436d)  어느 쪽 또는 쪽  돌 도  

 수도 다.

PR (400d)  후  과  도 6a  과 도 동 다.[0129]

도 18b  참 , 도 18a  PR (400d)에 여 도 6a 내지 도 14에 라 도체   [0130]

, 도 18b  같   갖는 1 도  라 (110d), 2 도  라 (120d)  드(130d)   수 다.

 체  1 도  라 (110d), 2 도  라 (120d)  드(130d)   ,

1 도  라 (110d)  4개  도  라 , 컨  1  내지 4  1 도  라 (112d, 114d, 116d, 118d)[0131]

포 고, 리 리  역(도 3  1000A)  커  역(1000B) 지 1 (x ) 상

평 게 연 어  수 다. 러  1  내지 4  1 도  라 (112d, 114d, 116d, 118d) 각각

1F  폭  가지 , 는 1 도  라 들 간에 1F  간격  가질 수 다.

1 도  라 (110d)  2 (y )  라 상측에  측  순차  1  가 어들 수[0132]

다. 컨 , 1  1 도  라 (112d)  가  고, 2  1 도  라 (114d)가  째  고, 3

1 도  라 (116d)   째  고, 4  1 도  라 (118d)  가  짧  수 다.

2 도  라 (120d)  4개  도  라 , 컨  1  내지 4  2 도  라 (122d, 124d, 126d, 128d)[0133]

포  수 다. 러  1  내지 4  2 도  라 (122d, 124d, 126d, 128d) 각각  는 1  내지

4  1 도  라 (112d, 114d, 116d, 118d)  2  어  수 고, 각각 1F  폭

가질 수 다.

체  1  2 도  라 (122d)  1  1 도  라 (112d)  끝단에  측  2  연[0134]

1-1 (a1)  포  수 다. 2  2 도  라 (124d)  2  1 도  라 (114d) 끝단에  측  

2  연  2-1 (a2), 2-1 (a2) 끝단에  우측  1  연  2-2 (b2), 

2-2 (b2) 끝단에  측  2  연  2-3 (c2)  포  수 다. 3  2 도  라

(126d)  3  1 도  라 (116d)  끝단에  측  2  연  3-1 (a3), 3-1 (a3)

끝단에  우측  1  연  3-2 (b3), 3-2 (b3) 끝단에  상측 2  연  

3-3 (c3), 3-3 (c3) 끝단에  우측 1  연  3-4 (d3)  3-4 (d3) 끝단에

상측 2  연  3-5 (e)  포  수 다. 또 , 4  2 도  라 (128d)  4  1 도

 라 (118d) 끝단에  측  2  연  4-1 (a4), 4-1 (a4) 끝단에  우측  1 

 연  4-2 (b4)  4-2 (b4) 끝단에  상측  2  연  4-3 (c4)  포

 수 다.

1  내지 4  2 도  라 (122d, 124d, 126d, 128d)  는 다  도  라 들, 컨 , 1  내지[0135]

4  1 도  라 (112d, 114d, 116d, 118d), 1  내지 4  2 도  라 (122d, 124d, 126d, 128d), 

1  내지 4  드(132d, 134d, 136d, 138d)  어느 나  1F  간격  가질 수 다. 러  간격  지

 여, 1  내지 4  2 도  라 (122d, 124d, 126d, 128d)   다    가질 수 

다.

편, 트림 공  수 는  2-2 (b2)과 2-3 (c2), 그리고 3-4 (d3)  3-5 [0136]

(e)  경우에 라 지  수 다. 

드(130d)는 4개  드,  1  내지 4  드(132d, 134d, 136d, 138d)  포  수 다. 1  내지[0137]

4  드(132d, 134d, 136d, 138d) 각각  1 도  라 (110d) 또는 2 도  라 (120d)  돌

태   수 고, 는 1  내지 4  1 도  라 (112d, 114d, 116d, 118d) 각각에 

연결  수 다. 러  1  내지 4  드(132d, 134d, 136d, 138d) 각각  2  폭  1 도  라

(110d)  폭  2  2F  수 다.
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체 , 1  드(132d)는 1-1 (a1)에  측  1  돌    수 다. 2[0138]

 드(134d)는 2-1 (a2)에  우측  1  돌    수 다. 3  드(136d)는

3-3 (c3)에  우측 1  돌    수 다. 4  드(138d)는 4-3 (c4)에

측  1   돌    수 다.  러  는 1  내지 4  드(132d,  134d,

136d, 138d)는 다  도  라 들, 컨 , 1  내지 4  1 도  라 (112d, 114d, 116d, 118d), 1

내지 4  2 도  라 (122d, 124d, 126d, 126d), 1  내지 4  드(132d, 134d, 136d, 138d)  어느

나  1F  간격  가질 수 다.

편, 1  내지 4  드(132d, 134d, 136d, 138d)는 그룹 내  1  심 (Rx)   2개[0139]

 칭   가질 수 다. 컨 , 1  드  4  드(132d, 138d)가 심 (Rx)에 여 칭

 루 , 2  드(134d)  3  드(136d)가 심 (Rx)에 여 칭  룰 수 다. 또 , 1  

드  2  드(132d, 134d)는 에 여   엇갈  돌   가질 수 고, 3  드

 4  드(136d, 138d)도 마찬가지  가질 수 다.

도 19는 본  실시 들에 라  도체  포 는 리 카드  블  다 어그램 다. [0140]

도 19  참 , 리 카드(1200)는   어드 스 신  C/A  생 는 리 트 러(1220) , [0141]

리 듈(1210), 컨  1 개 또는 복수  래시 리  포 는 래시 리  포 다. 리 

트 러(1220)는 스트에   어드 스 신  거나 들 신  스트  수신 는 스트 

스(1223) ,    어드 스  신  다시  리  듈(1210)에  거나  들  신  리  듈

(1210)  수신 는 리 스(1225)  포 다. 스트 스(1223), 트 러(1224),  

리 스(1225)는 공통 스 (common bus)  통  SRAM과 같  트 러 리(1221)  CPU  같  

(1222)  통신 다. 

리 듈(1210)  리 트 러(1220)    어드 스 신  수신 고, 답  리 듈[0142]

(1210) 상  리   어도 나에  거나 상  리   어도 나  

 독 다. 각 리 는 복수  리 과,   어드 스 신  수신 고 그래   독

동  에 어드 스 가능  리   어도 나  억 스  여  신   열 신  생 는 

 포 다. 

리 카드(1200)  각 들, 컨 , 리 트 러(1220)에 포 는  들 (1221, 1222, 1223,[0143]

1224, 1225),  리 듈(1210)  본  술  사상에  실시 들에  공 들  여 

 미  들,  도  라   드  포 도   수 다. 

도 20  본  실시 들에  도체  포 는 리 카드  채 는 리 시스  블  다[0144]

어그램 다. 

도 20  참 , 리 시스 (1300)  공통 스(1360)  통  통신 는 CPU  같  (1330), 랜[0145]

억 스 리(1340, RAM),  스(1350)  (1320)  포  수 다. 상  각 들  스

(1360)  통  리 카드(1310)에 신  고 리 카드(1310)  신  수신 다. 리 카드

(1310)  께 (1330), 랜  억 스 리(1340),  스(1350)  (1320)  포 는

리 시스 (1300)  각 들  본  술  사상에  실시 들에  공 들  여 

 미  들  포 도   수 다.  리 시스 (1300)  다    에  수

다.  들 , SSD(solid state drives), CIS(CMOS image sensors)  컴퓨   칩 트 에 

수 다. 

본  에  개시  리  시스 들   들   들 ,  BGA(ball  grid  arrays),  CSP(chip  scale[0146]

packages),  PLCC(plastic  leaded  chip  carrier),  PDIP(plastic  dual  in-line  package),  MCP(multi-chip

package), WFP(wafer-level fabricated package), WSP(wafer-level processed stock package) 등  포 는

다   키지 태들  어느 나  태  키지  수 다. 그러나, 키지 가 상  시  에

는 것  니다.

지 지, 본  도 에 도시  실시  참고  나 는 시  것에 과 , 본 술 [0147]

 통상  지식  가진 라   다  변   균등  타 실시 가 가능 다는   것 다.

라  본  진  술  보  는 첨  특허청  술  사상에    것 다.
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100: 도 층                         110: 1 도  라[0148]

112: 1  1 도 라              114; 2  1 도 라

116; 3  1 도 라              118; 4  1 도 라

120, 120a, 120b, 120c, 120d: 2 도 라

122, 122a, 122b, 122c, 122d: 1  2 도 라

124, 124a, 124b, 124c, 124d: 2  2 도 라

126, 126a, 126b, 126c, 126d: 3  2 도 라

128, 128a, 128b, 128c, 128d: 4  2 도 라

130: 드                           132, 132d: 1  드

134, 134d: 2  드               136, 136d: 3  드

138, 138d: 4  드               200: 연층

210: 연층                     300: 사 지층

310: 사 지층                

400, 400a, 400b, 400c, 400d: PR 

410, 410a, 410c, 410d: 1 역     420, 420a, 420b, 420d: 2 역

430d: 3 역                      422, 432d: 1 돌

424, 424a, 424b, 434d: 2 돌    426, 436d: 3 돌

500:                            600: 1 스 층

610: 1 스                    620:  1 스 층   

700: 2 스 층                 710: 2 스

710a: 2-1 스                 710b: 2-2 스

710c: 2-3 스                 1000: 리  어

1010:  스트링                     1020: 리 

1040: 지 택 트랜지스           1060: 스트링 택 트랜지스

1050: 리  블                 1200, 1310: 리 카드

1220: 리 트 러               1300: 리 시스

1360: 스
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등록특허 10-1756226

- 28 -



도 7c
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